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(57)摘要

本发明公开了一种三相三绕组自耦变压器

仿真建模方法，包括以下步骤：以PSCAD/EMTDC软

件元件模型库中单相三绕组普通变压器模型为

基础，搭建三相三绕组自耦变压器模型；将单相

三绕组普通变压器模型中一个绕组作为自耦变

压器公共绕组；将另一个绕组作为自耦变压器的

串联绕组；将剩下的一个绕组作为自耦变压器的

低压绕组；通过外部连线实现三相自耦变压器的

任意联接组号；通过参数体系换算，实现从单相

普通变压器参数向三相自耦变压器参数转换。
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1.一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：以PSCAD/EMTDC软件元件模型库中单相三绕组普通变压器模型为基础，搭建三相三

绕组自耦变压器模型；

S2：将单相三绕组普通变压器模型中一个绕组作为自耦变压器公共绕组；将另一个绕

组作为自耦变压器的串联绕组；将剩下的一个绕组作为自耦变压器的低压绕组；

S3：通过外部连线实现三相自耦变压器的任意联接组号；

S4：对构成自耦变压器的单相变压器模型进行参数设置，通过参数体系转换，实现自耦

变压器参数设置。

2.根据权利要求1所述的一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法，其特征在于，步骤

S4所述的参数设置及参数体系转换包括：

(1)自耦变压器的高、中、低压侧额定电压分别为U1、U2、U3时，单相变压器中#1、#2、#3绕

组额定电压变比应设置为0.5774(U1-U2)、0.5774U2、U3；

(2)自耦变压器的容量为S时，单相变压器容量应设置为S﹡(U1-U2)/U1/3；

(3)自耦变压器高中压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-2，单相变压器#1-#2绕组短路电

抗标幺值设置为X1-2﹡U1/(U1-U2)；

(4)自耦变压器高低压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-3，单相变压器#1-#3绕组短路电

抗标幺值设置为X1-2﹡U2/(U1-U2)+X1-3-X2-3﹡U2/U1；

(5)自耦变压器中低压绕组之间短路阻抗标幺值为X2-3，单相变压器#2-#3绕组短路电

抗标幺值设置为X2-3﹡(U1-U2)/U1；

(6)自耦变压器铜耗标幺值为P时，单相变压器铜耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；

(7)自耦变压器铁耗标幺值为P时，单相变压器铁耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；

(8)自耦变压器励磁电流标幺值为I时，单相变压器励磁电流标幺值设置为I﹡U1/(U1-

U2)。
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一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电力系统电磁暂态仿真技术领域，更具体地，涉及一种三相三绕组自

耦变压器仿真建模方法。

背景技术

[0002] 自耦变压器因其成本低、损耗小、运行效率高、改善系统稳定性能等诸多优点，在

我国500kV及以上电力系统中被广泛采用。PSCAD/EMTDC软件由加拿大曼尼托巴高压直流输

电研究中心开发，是目前世界各国广泛采用电力系统仿真软件。在PSCAD/EMTDC软件的元件

模型库中，关于自耦变压器只有单相双绕组模型，而实际工程应用中，自耦变压器一般都有

三个绕组，除500kV高压绕组、220kV自耦连接低压绕组外，还有35kV低压绕组，用于连接并

联电抗器、电容器等无功补偿设备以及站用变压器。为准确模拟实际情况，迫切需要提出一

种三绕组自耦变压器仿真建模的方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的是解决上述一个或多个缺陷，提出一种三相三绕组自耦变压器仿真

建模方法。

[0004] 为实现以上发明目的，采用的技术方案是：

[0005] 一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法，包括以下步骤：

[0006] S1：以PSCAD/EMTDC软件元件模型库中单相三绕组普通变压器模型为基础，搭建三

相三绕组自耦变压器模型；

[0007] S2：将单相三绕组普通变压器模型中一个绕组作为自耦变压器公共绕组；将另一

个绕组作为自耦变压器的串联绕组；将剩下的一个绕组作为自耦变压器的低压绕组；

[0008] S3：通过外部连线实现三相自耦变压器的任意联接组号；

[0009] S4：对构成自耦变压器的单相变压器模型进行参数设置，通过参数体系转换，实现

自耦变压器参数设置。

[0010] 步骤S4所述的参数设置及参数体系转换包括

[0011] (1)自耦变压器的高、中、低压侧额定电压分别为U1、U2、U3时，单相变压器中#1、#

2、#3绕组额定电压变比应设置为0.5774(U1-U2)、0.5774U2、U3；

[0012] (2)自耦变压器的容量为S时，单相变压器容量应设置为S﹡(U1-U2)/U1/3；

[0013] (3)自耦变压器高中压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-2，单相变压器#1-#2绕组短

路电抗标幺值设置为X1-2﹡U1/(U1-U2)；

[0014] (4)自耦变压器高低压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-3，单相变压器#1-#3绕组短

路电抗标幺值设置为X1-2﹡U2/(U1-U2)+X1-3-X2-3﹡U2/U1；

[0015] (5)自耦变压器中低压绕组之间短路阻抗标幺值为X2-3，单相变压器#2-#3绕组短

路电抗标幺值设置为X2-3﹡(U1-U2)/U1；

[0016] (6)自耦变压器铜耗标幺值为P时，单相变压器铜耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；
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[0017] (7)自耦变压器铁耗标幺值为P时，单相变压器铁耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；

[0018] (8)自耦变压器励磁电流标幺值为I时，单相变压器励磁电流标幺值设置为I﹡U1/

(U1-U2)。

[0019] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0020] 1)本发明方法有效地解决了PSCAD/EMTDC软件现有元件模型库中缺乏三相三绕组

自耦变压器模型的问题，可准确模拟工程实际中的自耦变压器电磁暂态过程；

[0021] 2)本发明利用PSCAD/EMTDC软件中现有元件模型进行搭建，无需另外编程，更具备

实用性；

[0022] 3)本发明可以对任意联结组号的三相三绕组自耦变压器适用，具有通用性。

附图说明

[0023] 图1为本发明的流程图；

[0024] 图2为三相三绕组自耦变压器仿真模型图。

具体实施方式

[0025] 附图仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制；

[0026] 以下结合附图和实施例对本发明做进一步的阐述。

[0027] 实施例1

[0028] 一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法，请参考图1，包括以下步骤：

[0029] S1：以PSCAD/EMTDC软件元件模型库中单相三绕组普通变压器模型为基础，搭建三

相三绕组自耦变压器模型；

[0030] S2：将单相三绕组普通变压器模型中一个绕组作为自耦变压器公共绕组；将另一

个绕组作为自耦变压器的串联绕组；将剩下的一个绕组作为自耦变压器的低压绕组；

[0031] S3：通过外部连线实现三相自耦变压器的任意联接组号；

[0032] S4：对构成自耦变压器的单相变压器模型进行参数设置，通过参数体系转换，实现

自耦变压器参数设置。

[0033] 如图2所示，选取三个单相三绕组变压器模型，分别作为三相自耦变压器的A、B、C

三相的绕组；单相变压器的#2绕组作为公共绕组，其引出线为中压侧；#1绕组作为串联绕

组，与#2绕组串联，其引出线为高压侧；#3绕组为低压绕组。图中接线方式为典型的联结组

号为YNa0d11自耦变压器模型。

[0034] 使用该模型时，对构成自耦变压器的单相变压器模型进行参数设置，通过参数体

系转换，实现自耦变压器参数设置；因此需要确定二者之间的折算关系。

[0035] 参数设置及参数体系转换包括

[0036] (1)自耦变压器的高、中、低压侧额定电压分别为U1、U2、U3时，单相变压器中#1、#

2、#3绕组额定电压变比应设置为0.5774(U1-U2)、0.5774U2、U3；

[0037] (2)自耦变压器的容量为S时，单相变压器容量应设置为S﹡(U1-U2)/U1/3；

[0038] (3)自耦变压器高中压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-2，单相变压器#1-#2绕组短

路电抗标幺值设置为X1-2﹡U1/(U1-U2)；

[0039] (4)自耦变压器高低压绕组之间短路阻抗标幺值为X1-3，单相变压器#1-#3绕组短
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路电抗标幺值设置为X1-2﹡U2/(U1-U2)+X1-3-X2-3﹡U2/U1；

[0040] (5)自耦变压器中低压绕组之间短路阻抗标幺值为X2-3，单相变压器#2-#3绕组短

路电抗标幺值设置为X2-3﹡(U1-U2)/U1；

[0041] (6)自耦变压器铜耗标幺值为P时，单相变压器铜耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；

[0042] (7)自耦变压器铁耗标幺值为P时，单相变压器铁耗标幺值设置为P﹡U1/(U1-U2)；

[0043] (8)自耦变压器励磁电流标幺值为I时，单相变压器励磁电流标幺值设置为I﹡U1/

(U1-U2)。

[0044] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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图1

图2
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